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二つ自に、1O01{以下での電子照射 (0.3 ， 2 MeV) により結晶シリコン中に 5nm 以下の格子欠陥が導入されるこ



















二つ自に、 100l(以下での電子照射 (0ふ 2 MeV) により結晶シリコン中に 5nm以下の格子欠陥が導入されるこ
とを見出した。照射後の高分解能 TEM 像とそのシミュレーション、ウィークビーム TEM 観察、および熱処理
(500-8000C) による消滅過程のその場観察から、生じた欠陥は、電子照射下での原子空孔の非熱的な拡散の結果発
生したボイドであることを明らかにした。このことは、原子空孔の非熱的拡散現象を約0.2nm の空間分解能で実時
間観測することに初めて成功したことを意味する。
以上の成果より著者は低温電子照射下での結晶シリコン中の点欠陥挙動を総括した。
博士(理学)の学位論文として十分価値のあるものと認める。
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